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本发明提出了一种湿法刻蚀方法，创新性的

采用了链式与槽式相结合的湿法刻蚀方法，完美

的解决了传统链式湿法刻蚀所导致的EL滚轮印、

皮带印、黑点黑斑等问题，同时，除刻蚀槽外其他

槽体滚轮不再使用，碱槽喷淋不再使用，从而减

少了设备耗材的消耗与维护，极大的降低了设备

的维护成本和极大的提高了生产效率。另外，本

发明湿法刻蚀中碱槽不再使用喷淋，彻底解决了

喷淋易堵塞而导致背面多孔硅去除不干净的隐

患。
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1.一种湿法刻蚀方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

（1）硅片在滚轮上进行传送，传送到刻蚀槽时，用HNO3/HF混合液对硅片背面进行刻蚀，

刻蚀后硅片减薄量0.2-0.4g，反射率18%-40%；

（2）刻蚀槽完成后传送进花篮，然后通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（3）水洗完成后，然后通过机械臂将花篮抬起放入碱槽，进行KOH碱洗；

（4）碱洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（5）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入酸槽，进行HF酸洗；

（6）酸洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（7）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入烘干槽，进行烘干。

2.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤2）水洗的温度40-60℃，

时间为2-5min。

3.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤3）KOH碱洗的质量浓度

为3%-5%，温度20-30℃，时间3-7min。

4.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤4）水洗的温度40-60℃，

时间5-10min。

5.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤5）酸洗的质量浓度8%-

15%，温度20-30℃，时间5-10min。

6.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤6）水洗温度50-70℃，时

间3-8min。

7.根据权利要求1所述的一种湿法刻蚀方法，其特征在于，步骤7）烘干温度60-80℃，时

间6-10min。
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一种湿法刻蚀方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种湿法刻蚀方法，属于晶硅太阳电池生产领域。

背景技术

[0002] 晶硅太阳电池湿法刻蚀的目的为：①去除硅片边缘PN结，防止电池片上下短路；②

对硅片背面进行抛光处理，增强电池片内部光反射；③去除多孔硅，防止PE镀膜电池片后产

生色斑；④去除磷硅玻璃层，防止PE镀膜后电池片局部发白；目前，湿法刻蚀在晶硅太阳电

池生产中采用的是链式湿法刻蚀方法，即通过电机的牵引带动滚轮的转动使硅片在滚轮上

进行传送，从而使硅片在各槽体进行链式清洗，由于链式清洗中滚轮的大量使用，滚轮易磨

损、腐蚀，会导致电池片产生产EL滚轮印、黑点黑斑的问题，从而导致电池片成为不良品。同

时，链式湿法刻蚀结束后，出料时会通过皮带传送硅片至花篮，皮带脏污会导致电池片EL皮

带印，是电池片也会成为不良品。另外，传统湿法刻蚀碱槽采用的是喷淋式式对硅片正背面

进行清洗，喷淋易被碱液结晶所堵塞，导致药液循环不均匀，喷向硅片时覆盖不均匀，从而

使多孔硅去除不干净，导致PE镀膜后产生色斑。

发明内容

[0003] 本发明是为了解决传统湿法刻蚀中电池片EL下易产生的滚轮印、皮带印、黑点黑

斑问题，碱槽喷淋易堵塞导致背面多孔硅去除不干净的隐患，以及传统湿法刻蚀滚轮的使

用、喷淋的维护使设备维护成本的增加和维护周期频繁的问题，提出了一种湿法刻蚀方法，

本方法创新性的采用了链式与槽式相结合的湿法刻蚀方法，完美的解决了传统链式湿法刻

蚀所导致的EL滚轮印、皮带印、黑点黑斑等问题，同时，除刻蚀槽外其他槽体滚轮不再使用，

碱槽喷淋不再使用，从而减少了设备耗材的消耗与维护，极大的降低了设备的维护成本和

极大的提高了生产效率。  另外，本发明湿法刻蚀中碱槽不再使用喷淋，彻底解决了喷淋易

堵塞而导致背面多孔硅去除不干净的隐患。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

一种湿法刻蚀方法，所述方法包括以下步骤：

（1）硅片在滚轮上进行传送，传送到刻蚀槽时，用HNO3/HF混合液对硅片背面进行刻蚀，

刻蚀后硅片减薄量0.2-0.4g，反射率18%-40%；

（2）刻蚀槽完成后传送进花篮，然后通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（3）水洗完成后，然后通过机械臂将花篮抬起放入碱槽，进行KOH碱洗；

（4）碱洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（5）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入酸槽，进行HF酸洗；

（6）酸洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行纯水洗；

（7）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入烘干槽，进行烘干。

[0005] 在本技术方案中，传统湿法刻蚀为链式湿法刻蚀，即通过电机的牵引带动滚轮的

转动使硅片在滚轮上进行传送，从而使硅片在各槽体进行链式清洗，由于链式清洗中滚轮
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的大量使用，滚轮易磨损、腐蚀，会导致电池片易产生产EL滚轮印、黑点黑斑的问题，从而导

致电池片成为不良品，另外，链式湿法刻蚀结束后，下料会通过皮带传送硅片至花篮，皮带

脏污会导致电池片产生EL皮带印，从而使电池片成为不良品。同时，传统湿法刻蚀碱槽采用

的是喷淋式清洗，喷淋易被碱液结晶所堵塞，导致药液循环不均匀，喷向硅片时覆盖不均

匀，从而使多孔硅去除不干净，导致PE镀膜后产生色斑。

[0006] 本发明创新性的采用链式与槽式相结合的方法，在步骤1）中采用链式清洗，因为

步骤1）的目的是去除硅片边缘PN结防止电池片上下短路和对硅片背面进行抛光来增强电

池片内部光反射，从目前的链式湿法刻蚀技术，只有链式湿法刻蚀才能对硅片背面进行抛

光处理从而来增强电池片内部光反射，如德国的Rena设备、德国的Schmid设备，而步骤1）链

式槽体中只有下滚轮，不会产生背景中所述问题，所以步骤1）采用链式刻蚀。

[0007] 当步骤1）进行完成后，传统湿法刻蚀刻蚀刻蚀槽完成后进行下一步链式清洗，即

硅片进入水槽进行清洗，水槽由上滚轮、下滚轮、喷淋组成，硅片在上滚轮与下滚轮之间行

走，且上滚轮由o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损，这样就会导致硅片易产生滚轮印，并且

滚轮磨损后需进行更换，增加设备维修成本，本发明步骤2）采用槽式清洗，完全解决了所述

存在的问题。

[0008] 当步骤2）完成后，传统湿法刻蚀水洗槽完成后会进行下一步链式清洗，即硅片进

入碱洗槽进行清洗，碱洗槽由上滚轮、下滚轮、喷淋组成，喷淋分为上喷淋和下喷淋，喷淋分

别安装在上滚轮间隙位置处与下滚轮间隙位置处，硅片在上滚轮与下滚轮之间行走，因上

滚轮有o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损且长时间在碱液中会被腐蚀，从而导致电池片产

生滚轮印，腐蚀过的o-ring橡胶圈滚轮与硅片摩擦后还会使电池片产生EL黑点黑斑，且滚

轮磨损后需进行更换，增加了设备维修成本。另外碱槽通过喷淋清洗的形式对硅片进行清

洗，因碱容易产生结晶，喷淋容易被堵塞，需要定期停机对喷淋进行清洗疏通，这样不仅影

响生产产能，而且喷淋堵塞没及时清理的话，会存在背面多孔硅去除不干净的隐患，使电池

片成为不良品，本发明步骤3）中采用槽式清洗，不仅不需要滚轮、喷淋，可以做到滚轮、喷淋

免维护、滚轮免更换的优点，并通过槽式浸泡式的清洗方法还能使多孔硅去除更干净、清洗

更彻底。

[0009] 当步骤3）完成后，传统湿法刻蚀碱槽洗完成后进行下一步链式清洗，即硅片进入

水槽进行清洗，水槽由上滚轮、下滚轮、喷淋组成，硅片在上滚轮与下滚轮之间行走，且上滚

轮由o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损这样就会导致硅片易产生滚轮印，并且滚轮磨损后

需进行更换，增加设备维修成本，本发明步骤4）采用槽式清洗，完全解决了所述存在的问

题。

[0010] 当步骤4）完成后，传统湿法刻蚀水洗槽完成后会进行下一步链式清洗，即硅片进

入酸洗槽进行清洗，酸洗槽槽由上滚轮、下滚轮、喷淋组成，硅片在上滚轮与下滚轮之间行

走，且上滚轮由o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损这样就会导致硅片易产生滚轮印，并且滚

轮磨损后需进行更换，增加设备维修成本，本发明步骤5）采用槽式清洗，完全解决了所述存

在的问题。

[0011] 当步骤5）完成后，传统湿法刻蚀酸洗完成后进行下一步链式清洗，即硅片进入水

槽进行清洗，水槽由上滚轮、下滚轮、喷淋组成，硅片在上滚轮与下滚轮之间行走，且上滚轮

由o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损这样就会导致硅片易产生滚轮印，并且滚轮磨损后需
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进行更换，增加设备维修成本，本发明步骤6）采用槽式清洗，完全解决了所述存在的问题。

[0012] 当步骤6）完成后，传统湿法刻蚀水洗完成后进行下一步链式烘干，即硅片进入烘

干槽进行烘干，烘干槽由上滚轮、下滚轮、风刀组成，硅片在上滚轮与下滚轮之间行走，且上

滚轮由o-ring橡胶圈滚轮构成，容易磨损这样就会导致硅片易产生滚轮印，并且滚轮磨损

后需进行更换，增加设备维修成本，本发明步骤7）采用槽式烘干，完全解决了所述存在的问

题。

[0013] 当步骤7）完成后，传统湿法刻蚀烘干完成后硅片通过皮带传送进花篮，由于硅片

背面在晶硅PERC太阳电池中作为钝化层，对硅片背面洁净度要求很高，一旦皮带上存在有

粉尘脏污颗粒，硅片接触皮带后EL下就会产生皮带印，严重影响产品品质，导致产品为不良

品，而本发明步骤7）完成后，不再经过皮带，硅片已经在花篮里，完美的解决了这一问题，并

且同时还可以省掉下料皮带传送机，极大的降低的湿法刻蚀配套设备的购买成本；

作为优选，步骤2）水洗的温度40-60℃，时间为2-5min。

[0014] 作为优选，步骤3）KOH碱洗的质量浓度为3%-5%，温度20-30℃，时间3-7min。

[0015] 作为优选，步骤4）水洗的温度40-60℃，时间5-10min。

[0016] 作为优选，步骤5）酸洗的质量浓度8%-15%，温度20-30℃，时间5-10min。

[0017] 作为优选，步骤6）水洗温度50-70℃，时间3-8min。

[0018] 作为优选，步骤7）烘干温度60-80℃，时间6-10min。

[0019] 本发明的有益效果是：采用了链式与槽式相结合的湿法刻蚀方法，完美的解决了

传统链式湿法刻蚀所导致的EL滚轮印、皮带印、黑点黑斑等问题，同时，除刻蚀槽外其他槽

体滚轮不再使用，碱槽喷淋不再使用，从而减少了设备耗材的消耗与维护，极大的降低了设

备的维护成本和极大的提高了生产效率。另外，本发明湿法刻蚀中碱槽不再使用喷淋，彻底

解决了喷淋易堵塞而导致背面多孔硅去除不干净的隐患。

附图说明

[0020] 图1是本发明的湿法刻蚀方法工艺流程图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本技术方案做进一步具体说明：

参照图1。

[0022] 实施例1：

一种湿法刻蚀方法，所述方法包括：

（1）硅片在滚轮上进行传送，传送到刻蚀槽时，用HNO3/HF混合液对硅片背面进行刻蚀，

刻蚀后硅片减薄量0.2g，反射率18%；

（2）刻蚀槽完成后传送进花篮，然后通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度

40℃，时间为5min；

（3）水洗完成后，然后通过机械臂将花篮抬起放入碱槽，进行KOH碱洗，碱浓度为5%，温

度20℃，时间7min；

（4）碱洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度40℃，时间10min；

（5）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入酸槽，进行HF酸洗，浓度15%，温度20℃，时
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间10min；

（6）酸洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，水洗温度50℃，时间

8min；

（7）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入烘干槽，烘干温度60℃，时间10min。

[0023] 实施例2：

一种湿法刻蚀方法，所述方法包括：

（1）硅片在滚轮上进行传送，传送到刻蚀槽时，用HNO3/HF混合液对硅片背面进行刻蚀，

刻蚀后硅片减薄量0.3g，反射率28%；

（2）刻蚀槽完成后传送进花篮，然后通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度

50℃，时间为4min；

（3）水洗完成后，然后通过机械臂将花篮抬起放入碱槽，进行KOH碱洗，碱浓度为4%，温

度25℃，时间5min；

（4）碱洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度50℃，时间8min；

（5）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入酸槽，进行HF酸洗，浓度12%，温度25℃，时

间8min；

（6）酸洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，水洗温度60℃，时间

5min；

（7）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入烘干槽，烘干温度70℃，时间8min。

[0024] 实施例3：

一种湿法刻蚀方法，所述方法包括：

（1）硅片在滚轮上进行传送，传送到刻蚀槽时，用HNO3/HF混合液对硅片背面进行刻蚀，

刻蚀后硅片减薄量0.4g，反射率40%；

（2）刻蚀槽完成后传送进花篮，然后通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度

60℃，时间为3min；

（3）水洗完成后，然后通过机械臂将花篮抬起放入碱槽，进行KOH碱洗，碱浓度为3%，温

度30℃，时间3min；

（4）碱洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，温度60℃，时间5min；

（5）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入酸槽，进行HF酸洗，浓度8%，温度30℃，时

间5min；

（6）酸洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入水槽，进行水洗，水洗温度70℃，时间

3min；

（7）水洗完成后，通过机械臂将花篮抬起放入烘干槽，烘干温度80℃，时间6min。
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